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[はじめに] 近年、低コストで作製可能なウェットエッチングにより作製したテクスチャー

構造を有するシリコン（Si）と PEDOT:PSS を複合化した太陽電池は、光閉じ込め効果によ

る光吸収効率の向上により高い変換効率が得られている。我々はこれまでにピラミッド構

造を有する Si 基板を用いて太陽電池を作製してきたが、ランダムな凹凸形状の生成により

光吸収効率の向上には至っていなかった。そこで本研究では、均一な凹凸形状を形成するた

めに、フォトリソグラフィによるパターン加工により逆ピラミッド構造を基板表面に形成

した。本発表では、逆ピラミッド構造を有する Si/PEDOT:PSS 太陽電池の性能について報告

する。 

[実験方法] 逆ピラミッド構造は、Si 基板表面に形成した酸化膜をフォトリソグラフィによ

りパターン加工し、酸化膜を有さない箇所をエッチング溶液で 60 分間処理することで形成

した。その後、逆ピラミッド構造を有する Si 基板表面に PEDOT:PSS をスピンコート法で塗

布することで太陽電池を作製した。逆ピラミッド構造は、走査型電子顕微鏡(SEM)による形

態観察、紫外可視分光法(UV-Vis)による光反射率及び光吸収率の評価を行った。太陽電池の

性能は、ソーラーシミュレータによる電流密度-電圧特性、量子効率測定により評価した。 

[実験結果] Fig.1 に Si 基板表面に形成した逆ピラミッド構造の SEM 像を示す。逆ピラミッ

ド構造は、約 100 μm の幅と 35 μm の深さで構成されていることが確認できた。また、UV-

Vis での光反射率測定では、500～800 nm の帯域の平均が 35 %となり、光反射の低減を確認

できた。この逆ピラミッド構造を有する Si 基板を用いて作製した太陽電池からは、短絡電

流密度が 21.0 mA/cm2、開放電圧が 0.343 V、曲線因子が 0.33 であり、2.38 %の変換効率が

得られた。当日は逆ピラミッド構造の幅を約 10μm 程度まで微

細化した時の光吸収効率と太陽電池の性能について発表を行

う。 
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Fig.1 SEM image of inverted  

pyramidal Si substrate. 
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